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Caracteristicas del Punto de

Resonancia



UC CARACTERISTICAS DEL PUNTO DE

¢ Datos de partida

e Circuito 1 R e Excitaciéon/impedancia
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¢ Punto de resonancia
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e Pulsacién v frecuencia de resonancia: * Factor de calidad en resonancia:
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Lugares Geomeétricos de

Impedancias



UC LUGARES GEOMETRICOS DE IMPED

iX(o) L.G.Z(®) @=>®
¢ Variacion de la impedancia con la frecuencia » P (inductivo)
. = , Z() A
e Lugargeométricode Z(w)=R+ jX(w)=2Z(w)Zo(®):
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\‘4 P’ (capacitivo)
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e Representacién del médulo y argumento de Z(o):
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Uc TEMA 3.2 —- ESTUDIO DIPOLO RLC SERIE

Variacion de la Corriente con

la Frecuencia



UC VARIACION DE LA CORRIENTE CON

A
1/
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e Expresion fasorial de la corriente: 08 |
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+ Circuito selectivo: paso mas facil de las
corrientes de pulsacion cercana a .
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Ancho de Banda y Estudio de

la Resonancia Serie



| D . RI2 , |
e Determinacion de la pulsaciéon de los extremos:
QUL oL =R
R?=X2 > {))((m__))((“:_/;: ) o 1 =
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+ Resolviendo: >
Q) =aiw/a + o

+ Como, O<oy <@ <y <» , resulta:
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e Magnitud del ancho de banda. B

Ba,zo)z—m1=2a=§

+ Representacion grafica de B -dipolo RLC serie-
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UC ESTUDIO DE LA RESONANCIA SERIE

¢ Analisis de tensiones e intensidad

e Impedancia

- R+ j0=R,0°.

O=y

= . 1
Zr =R+ ( L — J
! j\(o oC

e Corriente

E _ELQ_E ooy e,
Zr RZ0 R

e Tensiones
El factor de calidad como factor de sobretension:

Uir = Xur T = X1, == Qr E290° = [Uy =G B

E

Ucr =-Xer Iy =-Xer 5=Qr E£L-90° = Ugr =Qr E

R
ULr +UCr=0 = EzURr +ULr +UCr=URr

e Diagrama fasorial:
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Propiedades de la Resonancia



UC PROPIEDADES DE LA RESONANCIA

¢ Propiedades de la resonancia

e En consecuencia, en resonancia, cada cuarto de periodo
se origina la carga y descarga total de cada elemento
almacenador, con un transvase constante de energia
entre condensador y bobina, de forma que la energia
total almacenada por ambos, en cada instante, es la
misma.
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Dipolo GCL derivacion por

dualidad



UC DIPOLO GCL DERIVACION POR DUA

¢ Dipolo, también llamado

e Red antirresonante, tanque o tapdn: el conjunto LC, en
resonancia, bloquea el paso de la corriente a su través.

e Al factor de calidad en resonancia derivacion, Q,y, se
le llama, también, factor de sobrecorriente.

¢ Circuitos duales

i R

1
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UC DIPOLO GCL DERIVACION POR DUA

¢ Fuentes e immitancias

-
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¢ Resonancia
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Ejiemplo



L]
B
—  En la mstalaciéon monofasica de la figura los valores s TV
“son: By =30, Ry, =06, Li =05mH y C; =2mkF.
| Del mismo modo el valor de la fuente de tensién es:
| L) ¢
| moe(t) =30V2Sin(wt) V.
L A
HEEEEEEEN

S1 se sabe que el circuito se encuentra en resonancia, determinar:

Circuito RLC derivacion equivalente. Tension U g, en resonancia.

La pulsacién y la frecuencia en resonancia wg,, v fr,.

Factor de calidad Qp,,.

Sobrecorriente en la bobina L y en el condensador .

Potencias Py v P vy tensiones U; v Uy en extremos del ancho de banda.

2N

Atenuacion de la tension en los extremos del ancho de banda vs. la

tension de entrada.

=

Energia maxima almacenada en L, y en C y energia total almacenada

en el circuito en cualquier instante de tiempo.




A la vista del circuito de A.C. de la figura y sabiendo que el mismo se encuentra en resonancia, determinar
el valor del factor de calidad Q,. y de la sobretensién U, que se produce en la bobina y en el condensador.

R=50Q

Q,=2yU,=200V.
Q=05yU,=50V.
~=1yU,=100 V.
Q,=4yU,=400V.
Diferente.
Indeterminado.
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